V ramci této prace byly zkoumany moznosti pfipravy tenkych epitaxnich vrstev oxidu ceru na povrchu
Cu(110). K charakterizaci pfipravenych systéma byly pouZity metody rentgenova fotoelektronova
spektroskopie (XPS), uhlové rozlisena fotoelektronova spektroskopie (XPD), elektronova difrakce
(LEED), spektroskopie rozptylenych iont( (ISS) a skenovaci tunelovy mikroskop (STM).

Metodou reaktivniho naparovani ceru v kyslikové atmosfére byla pfipravena ostrivkova struktura
Ce0, a studoval se vliv teploty na elektronovou strukturu a morfologii. Pfi teploté nad 550 °C
dochazelo k ¢astecné redukci na Ce,0; a preusporadani ostrivki na strukturu Ce0,(331). Byla
prokazana oxidem ceru stimulovana oxidace povrchu médi, nebot byla pozorovana Cista
rekonstrukce c(6x2) povrchu Cu(110) pti expozici kysliku o 1,5 fadu nizsi nez na samotné Cu(110).

Dalsi modelovy systém byl pfipraven naparovanim ceru na povrch Cu(110) pfedexponovany kyslikem.
Expozici kysliku pti 300 °C vznikla na povrchu smés rekonstrukci (2x1) a c(6x2). Na tento povrch byl
deponovan cer, téz pti300 °C. Pfi nasledném ohievu na 500 °C byl pozorovan vznik epitaxni vrstvy
Ce,03(0001), doprovazeny vznikem velkych hladkych pasovych struktur ve sméru [110] dlouhych
stovky nm.



